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1、概 述 

AiP8002 是一块单声道桥式驱动的音频功率放大器，使用 5V 电源供电时，在保证总谐波失真小

于 10%的情况下，可向 4Ω负载提供 2W的连续平均功率。为了节省便携设备的能量，可将 SHUTDOWN

脚接至高电平，AiP8002 就会进入微功耗的关断模式（IQ=0.6μA 典型值）。 

该系列音频功率放大器是为提供大功率、高保真音频输出而特别设计的。工作电源从 2.0V 到

5.5V，可以低压供电，仅需少量外接元件。由于 AiP8002 不需要输出耦合电容，自举电容及阻抗均衡

网络，是低功耗便携系统的理想选择。 

AiP8002 还有其他一些功能，例如热关断保护，单位增益稳定，增益外部设定。 

AiP8002 主要应用于便携计算机、台式计算机、低压音响系统等。 

 

主要特点如下：  

 无输出耦合电容，自举电容及输出阻抗均衡网络。 

 单位增益稳定 

 增益外部设定 

 封装形式：DIP8/SOP8/MSOP8/ESOP8 

 

关键参数： 

 10% THD+N，1KHz 输出功率 

AiP8002：4Ω 负载，2W（典型值） 

 关断模式电流：0.6μA(典型) 

 电源电压范围：2.0V～5.5V 

 4Ω 负载，1W 连续平均功率输出，1KHz 输入信号总谐波失真 0.5%。 
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订购信息： 

管装： 

产品料号 
封装 

形式 

打印 

标识 
管装数 盒装管 盒装数 备注说明 

AiP8002DA8.TB DIP8 AiP8002 
50   

PCS/管 

40 

管/盒 

2000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

9.2mm×6.4mm  

引脚间距：2.54mm 

AiP8002SA8.TB SOP8 AiP8002 
100  

PCS/管 

100 

管/盒 

10000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

4.9mm×3.9mm  

引脚间距：1.27mm 

AiP8002MA8.TB MSOP8 AiP8002 
100 

PCS/管 

120 

管/盒 

12000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

3mm×3mm  

引脚间距：0.65mm 

AiP8002SE8.TB ESOP8 AiP8002 
100  

PCS/管 

100 

管/盒 

10000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

4.9mm×3.9mm  

引脚间距：1.27mm 

 

编带： 

产品料号 封装形式 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 备注说明 

AiP8002SA8.TR SOP8(1) AiP8002 
4000 

PCS/盘 

8000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

4.9mm×3.9mm 

引脚间距：1.27mm 

AiP8002SA8.TR SOP8(2) AiP8002 
2500 

PCS/盘 

5000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

4.9mm×3.9mm 

引脚间距：1.27mm 

AiP8002MA8.TR MSOP8 AiP8002 
4000 

PCS/盘 

8000 

PCS/盒 

塑封体尺寸：

3mm×3mm 

引脚间距：0.65mm 

 

注：如实物与订购信息不一致，请以实物为准。 i-c
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2、引脚排列图及引脚说明 

2.1、引脚排列图 

SHUTDOWN

BYPASS

+IN

-IN VO1

VDD

GND

VO21

2

3

4 5

6

7

8

 

图 1、引脚排列 

 

2.2、引脚说明 

引脚 符号 逻辑 功能 

1 SHUTDOWN I 掉电控制端，高电平有效 

2 BYPASS O 内部偏置电压 

3 +IN I 模拟输入端，同相 

4 -IN I 模拟输入端，反相 

5 VO1 O 模拟输出端负极 

6 VDD P 电源 

7 GND P 地 

8 VO2 O 模拟输出端正极 

 

3、电特性 

3.1、极限参数（除非另有规定，Tamb=25℃） 

参 数 名 称 额 定 值 单 位 

工作电压 6.0 V 

输入电压 -0.3～VDD+0.3 V 

工作温度 -40～+85 ℃ 

结温 150 ℃ 

焊接温度（10 秒） 250 ℃ 

 

3.2、推荐使用条件 

 

 

参 数 名 称 符 号 
推 荐 值 

单 位 
最小 典型 最大 

温度范围 Tamb -40 — 85 ℃ 

工作电压 VDD 2.0 — 5.0 V 
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3.3、电气特性 

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 

电源电压 VDD — 2.0 — 5.5 V 

静态电流 IDD VIN=0V，IO=0A — 5.0 12.0 mA 

关断模式电流 ISD VPIN1=VDD — 0.6 2 μA 

输出失调电压 VOS VIN=0V — 5.0 50 mV 

输出功率 PO 

THD=1% 
f=1KHz，

RL=4Ω 
— 1.5 — W 

THD+N=10% 
f=1KHz，

RL=4Ω 
— 2 — W 

噪声+总谐波失真 THD+N 
20Hz≤f≤20KHz 

AVD=2 

RL=8Ω，

PO=1W 
— 

0.13 

— % 
RL=4Ω，

PO=1.6W 
0.25 

电源抑制比 PSRR VDD=4.9V～5.1V — 60 — dB 

 

4、典型应用线路与应用说明 

4.1、应用线路 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

654321

D

C

B

A

Title

Number RevisionSize

B

Date: 30-May-2005 Sheet    of 

File: E:\cxf\DDB文件\05立项\4871.ddb Drawn By :

Rf

 0.39uF
Ri
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VDD/2
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Bypass

+IN

-IN

Shutdown

Ci  

20KΩ
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+Cs
1.0uF
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VDD

6
Audio Input

CB
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RPU

VDD

NC
1
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3

4
5
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8Ω

GND
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  图 2、AiP8002 典型应用图 
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4. 2、应用说明 

4.2.1、外接元件及功能 

元件 功能 

1 RI 

反相输入端电阻，与 Rf 一起设定闭环增益，同时与输入电容 CI 构成

高通滤波器，转折频率为
II CR

fc
2

1
  

2 CI 

输入耦合电容，防止输入端直流电压对前级产生影响，同时与 RI构成

一高通滤波器，转折频率为
II CR

fc
2

1
  

3 Rf 反馈电阻，与 RI 一起设定放大器的闭环增益。 

4 CS 电源滤波电容 

5 CB 偏置电压滤波电容 

6 RPU 上拉电阻，典型值为 47K 

 

4.3、应用信息  

4.3.1、桥式功能 

如图（2）所示，AiP8002内部有两个运算放大器，第一个放大器的增益是外部结构，而第二个放

大器为内部固定增益，是倒相装置。  

第一个放大器的增益通过选择Rf和RI的比值来决定，而第二个放大器的增益则通过两个内部40KΩ

的电阻固定。图（2）表明放大器1的输出作为放大器2的输入，这样导致两个放大器产生大量相同信

号，但相位相差180°。因此，该IC的差动增益为：AVD=2(Rf/RI)。通过输出端VO1和VO2驱动不同的

负载，这就是“桥式模型”放大器。桥式模型的运行不同于传统的单终端放大器结构，在单终端结构中

负载的一端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点。当它给负载提供差动驱动时，双

输出差动作为一确定的电源电压。因此，在相同条件下，输出功率可能是单终端放大器的4倍。在可

获得的输出功率中，这种增加假定放大器没有电流限制或断路。过分失真将会损坏扬声器系统中的高

频率传感器，为了选择一个不引起过分失真的放大器增益，请参考《AiP8002技术说明》中“音频功率

放大器设计”部分。 

桥式结构，正如用在音频放大器中的一样，也产生了优于单终端放大器的第二个优点。由于差动

输出VO1和VO2在半供给中偏置，通过负载不存在直流电压，这就消除了输出耦合电容。但在单电源 、

单终端放大器中则需要输出耦合电容，否则，通过负载的半供给偏置就会导致内部IC功耗的增加，以

及扬声器永久性损坏。如果采用单端输出，要求有一个470μF的电容和8Ω负载，使得输出耦合电容和

负载形成一个高通滤波器，以保持低频响应。这种组合不会产生降至20Hz的平带回应，但相对于低频响

应，它能在印制的电路板尺寸和系统成本之间提供一种折衷。 
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4.3.2、功耗  

 要设计一个成功的放大器，无论这个放大器是桥式还是单终端式，功耗都应该重点考虑。等式（1）

表明单终端放大器在给定电源电压、驱动一定的负载时最大输出功率为： 

PDMAX=（VDD）²/（2π²RL） （单终端）         （1） 

 然而，桥式放大器中传递给负载的功率增大也导致内部功耗的增加。由于CS4863的一个通道中含

有两个运算放大器，所以桥式工作模式的最大内部功耗是单终端模式的4倍。等式（2）表明桥式放大

器在给定5V电源电压、驱动4Ω的负载时最大输出功率单通道为1.27W或立体模式（双通道）为2.54W。 

PDMAX=4×（VDD）²/（2π²RL） （桥式）         （2） 

 从等式（2）中计算得的最大功耗点一定不会比等式（3）的功耗点大： 

PDMAX=（TJMAX-TA）/θJA                             （3） 

  

 以上所述均假定器件运行在最大功耗点附近。由于内部功耗是输出功率的函数，当输出功率减小

时，环境温度可进一步提高。  

 如果等式（1）的结果大于等式（2）的结果，则要么是电源电压降低要么是负载阻抗增加或环境

温度减小。如这些调节还不够，则需增加一散热铜片来减小θJA。散热片附加包在管芯外，与电源、地

及放大器的输出端连接。与外部焊接到SMT散热片可用7106D热合金也会改善功耗。当增加有散热片

时，θJA便是θJC、θCS和θSA的总和（θJC为结与外壳的热阻，θCS为外壳与散热片的热阻，θSA为散热片与

环境的热阻）。 

 

4.3.3、电源旁路  

对于任何功率放大器，适当的电源旁路对于低噪音运行和高电源截止很关键。在旁路和电源插头

上的电容器应尽可能靠近旁路。就如在典型工作特性一节所阐述的，由于增加了半供给的稳定性，一

个更大的旁路电容的影响，改善了低频 THD+N。典型运用中，使用一个 5V 的调节器，这个调节器具

有一个 10μF 和一个 0.1μF 的旁路电容，有助于电源稳定，但不能消除 AiP8002 的旁路电源的节点。

旁路电容的选择，特别是 CB，依赖于低频 THD+N、系统成本和尺寸约束。 

 

4.3.4、关断功能  

为了减少不使用时的功耗，AiP8002 用一个关断引线从外部断开放大器的偏置电路。当一个逻辑

高电平加在关断引线上时，关断部件就会断开放大器。一旦进入断开状态，输出立刻和扬声器分开。

当电源电压加在关断引线上时，就产生一个 0.6μA 的标准静态电流。在许多应用中，一个微控制器或

微处理器输出用来控制关断电路，它使电路迅速、平稳的转向关断状态。另一个方法是关断时使用一

个单极、单掷开关进行切换，它接地使放大器启动。如果开关打开，一个 47KΩ 的外部上拉电阻使

AiP8002 截止。在 AiP8002 中没有内部上拉电阻。因此，一个确定的关断引线电压必须由外部供给，

确保关断脚不会浮动，从而防止不必要的状态变化。 

注意：不建议将 AiP8002 使用在大功率射频方案上，这可能会导致关断功能出现异常。 
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4.3.5、高增益音频放大器  

AiP8002整体增益稳定，在典型应用中，除了增益设置电阻、一个输入耦合电容和一个适当的旁

路电源外，不需要其它的外部组件。但是如果要求大于10的闭环差动增益，则需要加入一个反馈电容，

由带宽限制放大器，如图（3）所示。反馈电容形成一个低通滤波器，以消除可能出现的高频振荡。

计算-3dB频率时，应该注意Rf和Cf搭配不当会引起20KHz前的衰减。一种标准的反馈电阻和电容组合

不会产生音频范围内的高频衰减，即Rf =100KΩ、Cf =5pF。这种组合会产生一个大约320KHz的-3dB点。

一旦计算出放大器的差动增益，就可选择Rf，而且Cf也能由公式
ff

3dB
CR 2π

1
f  计算出来。 

Ri

Rf

5pF

RL

Ci

CB

Cs

4.7µF 10KΩ

VDD

100KΩ

4

3

2
7

1

5

8

6

8Ω

关闭

音频输入

AVD=20

 

图3、高增益电路 

CB及CS取值视需要而定，典型值为0.1µF 

管脚1连至VDD关闭放大器或连至地开启放大器，不可悬空 

 

4.3.6、单端音频放大器  

AiP8002 的典型应用是桥式单声道放大器，但它也可用来驱动一个单端负载，例如 PC 卡，它要

求负载的一端接地。图（4）展示了一个普通的单端应用，这里 VO1 用来驱动扬声器。输出通过一个

470μF 的电容耦合，这个电容可以阻止所有单电源放大器装置中的半供给直流偏置。这个电容，在图

（4）中标记为 CO和 R
L
连接形成一个高通滤波器。这个高通滤波器的-3dB 点是 1/（2лR

L
C

O
），因此，

应确保产品的 R
L
和 C

O
足够大，以能使低频信号传到负载。当驱动一个 8Ω 负载时，若要求再现全部

音频范围，则 C
O
至少为 470μF。输出 VO2 是没有用的，通过一个 0.1μF 的电容连到一个 2KΩ 负载上，

以增加稳定性。但这种（不）稳定性将不会影响 VO1 的波形，它是实现二次输出的一个很好设计。 

Ri

Rf

CO

Ci

CB

Cs

1µF 20KΩ

VDD

20KΩ

4

3

2
7

1

5

8

6

关闭

音频输入

RL

8Ω
470µF

0.1µF

2KΩ

 

图 4、单端应用电路 
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 CB及CS取值视需要而定，典型值为0.1µF 

管脚1连至VDD关闭放大器或连至地开启放大器，不可悬空 

管脚8上作为伪负载连接的电阻和电容起稳定作用 

 

4.3.7、音频功率放大器的设计  

设计一个1W/8Ω音频放大器，给定条件：  

功率输出 1Wrms  

负载阻抗 8Ω  

输入电平 1Vrms  

输入阻抗 20KΩ  

带宽 100Hz～20KHz±0.25dB  

 

设计者必须首先确定所需的电源范围，以获得规定的输出功率。确定最小电源范围的方式是用

等式（4）计算所需的VOPEAK，并增加开路电压。使用这种方法，最小的电源电压为（VOPEAK+VOD），

其中VOD=0.6V。  

      VOPEAK=   )P*(2R OL                        （4） 

为使1W的输出功率带动8Ω负载，要求VOPEAK为4.0V，由VOPEAK+VOD得到最小电压4.6V。

但在许多应用中，4.6V并不是标准电压，由于这个原因，设计了5V的电源范围，额外的电源电压产生

的动态空间允许AiP8002再现一个峰值超过1W而没有被剪切的信号。同时设计者必须确定电源电压的

选择和输出阻抗不能超过在“功耗”一节中所阐述的条件。一旦功耗因素被确定，所要求的差动增益就

可由等式（5）确定。  

AVD ≥ msVorms/Vinr)/(V  )R*(P INLO              （5） 

Rf/RI=AVD／2                                   （6） 

由等式（5）得：最小的AVD=2.83，取AVD=3。  

由于要求输入阻抗为20KΩ，且AVD=3，Rf/RI=1/1.5，使得RI=20KΩ，Rf=30KΩ。最后的设计是确

定带宽规格，它必须作为-3dB频率点的一部分来规定。-3dB点的5倍频程处正是从平带响应下降

0.17dB ，这比所要求的±0.25dB 要好。这就使得低频和高频极点分别为 20Hz 和 100KHz 

(fL=100Hz/5=20Hz；fH=20 KHz*5=100 KHz)，RI和CI连接形成一个高通滤波器。 

C ≥1∕(2л*20KΩ*20Hz)=0.397µF； 

取0.39μF 高频极值由产品所规定的高频极值fH和差动增益AVD来决定。由AVD=3，fH=100KHz

可得GBWP=150KHz，这比AiP8002的4MHz的GBWP小得多。该数据表明，如果设计者要设计一个高

增益放大器，AiP8002仍然适用而不会产生带宽问题。 i-c
ore
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5、封装尺寸与外形图 

5.1、SOP8 外形图与封装尺寸

 

i-c
ore



    无锡中微爱芯电子有限公司                
      Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 

         表 835-11                       版次：B3                           编号：AiP8002-AX-YX-B002 

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 第 11 页 共 14 页 

http://www.i-core. cn 邮编：214072  版本：2022-01-A3 

                                                              
 

5.2、DIP8 外形图与封装尺寸 
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5.3、MSOP8 外形图与封装尺寸 
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5.4、ESOP8 外形图与封装尺寸 
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6、声明及注意事项： 

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

部 

件 

名 

称 

有毒有害物质或元素 

铅 

（Pb） 

汞 

（Hg） 

镉 

（Cd

） 

六阶铬 

（Cr

（Ⅵ

）） 

多溴联

苯

（PBBs

） 

多溴联

苯醚

（PBD

Es） 

邻苯二甲

酸二丁酯

（DBP) 

邻苯二

甲酸丁

苄酯

（BBP) 

邻苯二甲

酸二（2-

乙基巳基）

酯（DEHP) 

邻苯二甲

酸二异丁

酯（DIBP) 

引线框 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑封树

脂 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

说明 
○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 

×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 

 

6.2、注意 

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料； 

本资料中的信息如有变化，恕不另行通知； 

本资料仅供参考，本公司不承担任何由此而引起的任何损失； 

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 

 

 

i-c
ore



X-ON Electronics
 
Largest Supplier of Electrical and Electronic Components
 
Click to view similar products for Audio Amplifiers category:
 
Click to view products by  I-core manufacturer:  
 
Other Similar products are found below :  

LV47002P-E  NCP2890AFCT2G  NTE1192  LC706200CM  IS31AP4915A-QFLS2-TR  TDA1591T  TS2012EIJT  NCP2809BMUTXG 

NJW1157BFC2  IS31AP4996-GRLS2-TR  NCP2823BFCT1G  BD88420GUL-E2  LA4450L-E  IS31AP2036A-CLS2-TR  NTE1110  NTE7100 

NTE7114  NTE7163  NTE7168  NTE7177  NTE7178  NTE7186  NTE7198  NTE7202  NTE7217  BD88400GUL-E2  BD88200GUL-E2 

SABRE9601K  THAT1646W16-U  PAM8965ZLA40-13  TSDP10XX1NLGXZBX  TSDP11XX1NBGIZBX  TSDP11XX1NLGXZBX 

TSDP10XX1NBGIZBX  NJM4580CV-TE1  NJU7084R-TE1  OPA1655DR  LV4910T-MPB-E  NCP2890AFCT2  NCV2211DR2G 

SCY99091FCT2G  TAS5720MRSMR  AW87389FCR  AW8737AFCR  TDA2005R  TDA2030  TDA7265L-J11-A-T  CD2050CZ 

AW88261FCR  TDA7377-JSM  

https://www.xonelec.com/category/semiconductors/integrated-circuits-ics/audio-ics/audio-amplifiers
https://www.xonelec.com/manufacturer/i-core
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/lv47002pe
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/ncp2890afct2g
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte1192
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/lc706200cm
https://www.xonelec.com/mpn/issi/is31ap4915aqfls2tr
https://www.xonelec.com/mpn/philips/tda1591t
https://www.xonelec.com/mpn/stmicroelectronics/ts2012eijt
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/ncp2809bmutxg
https://www.xonelec.com/mpn/nisshinbo/njw1157bfc2
https://www.xonelec.com/mpn/issi/is31ap4996grls2tr
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/ncp2823bfct1g
https://www.xonelec.com/mpn/rohm/bd88420gule2
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/la4450le
https://www.xonelec.com/mpn/issi/is31ap2036acls2tr
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte1110
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7100
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7114
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7163
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7168
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7177
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7178
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7186
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7198
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7202
https://www.xonelec.com/mpn/nte/nte7217
https://www.xonelec.com/mpn/rohm/bd88400gule2
https://www.xonelec.com/mpn/rohm/bd88200gule2
https://www.xonelec.com/mpn/esstech/sabre9601k
https://www.xonelec.com/mpn/that/that1646w16u
https://www.xonelec.com/mpn/diodesincorporated/pam8965zla4013
https://www.xonelec.com/mpn/temposemiconductor/tsdp10xx1nlgxzbx
https://www.xonelec.com/mpn/temposemiconductor/tsdp11xx1nbgizbx
https://www.xonelec.com/mpn/temposemiconductor/tsdp11xx1nlgxzbx
https://www.xonelec.com/mpn/temposemiconductor/tsdp10xx1nbgizbx
https://www.xonelec.com/mpn/nisshinbo/njm4580cvte1
https://www.xonelec.com/mpn/nisshinbo/nju7084rte1
https://www.xonelec.com/mpn/texasinstruments/opa1655dr
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/lv4910tmpbe
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/ncp2890afct2
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/ncv2211dr2g
https://www.xonelec.com/mpn/onsemiconductor/scy99091fct2g
https://www.xonelec.com/mpn/texasinstruments/tas5720mrsmr
https://www.xonelec.com/mpn/awinic/aw87389fcr
https://www.xonelec.com/mpn/awinic/aw8737afcr
https://www.xonelec.com/mpn/hgsemi/tda2005r
https://www.xonelec.com/mpn/jsmsemi/tda2030
https://www.xonelec.com/mpn/unisonic/tda7265lj11at
https://www.xonelec.com/mpn/huajing/cd2050cz
https://www.xonelec.com/mpn/awinic/aw88261fcr
https://www.xonelec.com/mpn/jsmsemi/tda7377jsm

